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１．概要（Summary） 

利用者を含む我々の研究グループでは、合金スパッ

タ装置の成長方法の最適化を実施し、高圧電性を持っ

た ScxAl1-xN 薄膜形成の研究を行っている。これまで

の研究結果、ScxAl1-x(x=43%)の合金ターゲットを使い、

RF マグネトロン反応性スパッタリング法により、

Si(100)面のウエハ上に良好な六方晶系ｃ軸配向性を

持つ ScxAl1-xN（x=32%）薄膜を形成出来ることを確認

した。しかしながら、Sc 濃度が 43at%のターゲット

を用いた場合、50時間以上ターゲットを使用すると、

六方晶系 c軸配向性の薄膜が得られなくなる。その原

因について、NIMSの保有する FIB加工－断面 TEM

にて分析したところ、ScxAl1-xN /Si界面に Scの高濃度

の薄膜の形成やアモルファス層が厚いことが分かっ

た。この結果から、ScxAl1-xN薄膜形成の成長初期をコ

ントロールすることにより、ScxAl1-xN薄膜の良好な六

方晶系 c 軸配向性を安定的に得られ、SAW フィルタ

の特性も遜色ないことが分かった。今後、さらなる

Sc 濃度の増加と、ダイヤモンド基板上の ScxAl1-xN 薄

膜形成と、それを用いた SAW デバイスを試作し、そ

の評価を行う予定である。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

FIB-SEMダブルビーム装置 

【実験方法】 

 ４インチのSc0.43-Al0.57 と Sc0.32-Al0.68の合金ターゲット

を２つ準備し、RF マグネトロンスパッタリング装置

(Annelva SPC350-UHV)に装着し、Fz-Si(100)の基板

上に、反応性スパッタリング法により、ScxAl1-xN 薄膜を形

成した。FIB 加工と断面 TEM観察等による薄膜評価と１

ポート SAWフィルタを作製し、そのデバイスの評価を行っ

た。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

 Fig. 1に積算スパッタ時間４４時間後と７７時間後の断面

TEM の結果を示す。ターゲットの使用時間が長くなるに

つれ、Si界面付近の ScxAl1-xNのアモルファス層が大き

く、また、Sc濃度が高いことが分かった。成長初期の

ScxAl1-xN 薄膜形成をコントロールすることにより、

ScxAl1-xN薄膜の良好な六方晶系 c軸配向性を安定的に

得られることが分かり、所望の SAW フィルタの特性

が得られた。 

４．その他・特記事項（Others） 

”高圧電性 ScAlN 薄膜を有するダイヤモンド SAW の

研究”基盤研究 C(代表)，H.26～H.28 

・TEM 観察は NIMS 微細構造解析プラットフォーム

を利用した。 
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Fig. 1. Transmission electron microscopy images of cross section of 

ScAlN thin films (a) Sc0.43-Al0.57 alloy target at T=44h (b) Sc0.43-Al0.57 

alloy target at T=70h.  

 


